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POPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU (W JEZYKU POLSKIM)

Patrzac na histori¢ dokonujacego si¢ na przestrzeni lat postepu w dziedzinie inzynierii materiatowe;j,
wida¢ wyraznie, ze zjawisko elektroluminescencji, czyli emisji $wiatta pod wplywem przylozonego napigcia,
znajduje coraz szersze zastosowania. Przyktadem mogg by¢ diody typu OLED (ang. Organic Light-Emitting
Diode), w ktorych warstwa emitujacg jest polimer organiczny. Warstwa emisyjna umieszczona jest w nich
pomigdzy dwiema elektrodami, z ktorych przynajmniej jedna jest przezroczysta tak, aby mozliwe byto
przejécie emitowanego przez diode $swiatta. Coraz czgéciej diody OLED wykorzystywane sa do budowy
wyswietlaczy wykorzystywanych w  telefonach komoérkowych i innych urzadzeniach przeno$nych,
jak réwniez w telewizorach i monitorach. Zasada dziatania diody OLED jest zblizona do tej wystgpujacej
w standardowych diodach LED (ang. Light-Emitting Diode), a mianowicie polega na przetwarzaniu energii
elektrycznej na promieniowanie o okreslonej dtugosci fal, ktore ludzkie oko odbiera, jako barwy. Jednak
w przeciwienstwie do innych zrodet Swiatta, wy$wietlacze zbudowane z diod OLED charakteryzujg si¢ duza
elastyczno$cia, jak réwniez sg cienkie i plaskie, co umozliwia zakrzywienie powierzchni wyswietlaczy.
Dodatkowymi zaletami sg krotki czas reakcji, szerokie katy widzenia, bardzo dobry kontrast i jasnosc,
w poréwnaniu do wyswietlaczy LCD (ang. Liquid-Crystal Display). Jednak doskonato$¢ diod OLED
na chwile obecng jest do$¢ watpliwa, bowiem oddziatywanie diod z parg wodng i tlenem zawartym
w powietrzu w konsekwencji powoduje wyrazne obnizenie ich wydajnosci i zywotno$ci. Zapoczatkowato
to badania nad mechanizmami degradacji diod OLED oraz badania majace na celu ich ochrong przed
dziataniem czynnikéw zewnetrznych. Jedynym 2z obiecujgcych sposobdéw polepszenia wihasciwosci
uzytkowych organicznych diod jest stosowanie technologii cienkowarstwowej. Aby mozliwe byly dalsze
postepy w rozwoju diod OLED, konieczne jest opracowanie technologii otrzymywania cienkich warstw
0 wysokiej jednorodnosci i gestosci, dobrej adhezji do podtoza oraz whasciwosciach barierowych dla pary
wodnej i tlenu. Obecnie do zastosowan w diodach OLED rozwazany jest szereg typéw warstw, jak rowniez
szereg metod ich otrzymywania. Pomimo to, nadal zadna z tych metod nie znalazta zastosowania w masowej
produkcji ze wzgledu na wysoki stopien ich komplikacji, dtugo$¢ trwania procesu osadzania i/lub jego
wysokich temperatur W zwigzku z tym, konieczno$¢ znalezienia odpowiednich warstw i metody
ich osadzania na diody OLED pozostaje nierozwigzanym problemem.

Zasadniczym celem projektu jest otrzymanie i zbadanie wtasciwosci pojedynczych warstw oraz nowych
warstw hybrydowych z uktadu Si-C-N-H, z przeznaczeniem dla organicznych diod $§wiecacych typu OLED.
Proces osadzania warstw prowadzony bedzie z zastosowaniem metody chemicznego osadzania z fazy
gazowej wspomaganego plazmg generowang wyladowaniem jarzeniowym o czestotliwosci radiowej,
13.56 MHz (RF-PACVD, ang. radio-frequency plasma assisted chemical vapor deposition). Wybor metody
RF-PACVD podyktowany jest mozliwo$cig osadzania warstw w niskich temperaturach, co w przypadku
diod OLED jest warunkiem koniecznym, ze wzgledu na stabilno$¢ tworzacych je zwiazkow organicznych.
Otrzymane i badane zostang przede wszystkim pojedyncze warstwy z uktadu Si-C-N-H, jak rowniez uktady
warstw SiN,:H/CN,:H oraz SiCN,:H/CN,:H, czyli tzw. warstwy hybrydowe. Warstwy projektowane beda
pod katem optymalnego doboru ilosci warstw, ich grubosci i sktadu chemicznego tak, aby uzyska¢ najlepsze
wlhasciwosci w $wietle planowanych zastosowan, a mianowicie wlasciwosci barierowe dla pary wodnej
i tlenu. Ponadto zostang wyznaczone charakterystyki pradowo-napieciowo-elektroluminescencyjne.
Proponowany zakres badan pozwoli takze poszerzy¢ wiedzg na temat wlasciwosci optycznych materiatow
warstwowych, w tym warstw hybrydowych.



